
ફાેરવડ'  
બાયસ

P પાે,ઝ.ટવ સાથે
N નેગે.ટવ સાથે

કરંટ સરળતાથી પસાર થાય

.રવસ' બાયસ

P નેગે.ટવ સાથે
N પાે,ઝ.ટવ 

સાથે

કરંટ 8લાેક 
થાય

!"ન 1(અ) [3 ગુણ]  
ડાયાેડના ફાેરવડડ અને /રવસ1 બાયસને 3ા4ા5યત કરાે.

જવાબ:

ડાયાેડનાે ફાેરવડડ બાયસ: 

9ેડાણની પ<=ત: P-ટાઈપ બેટરીના પાે,ઝ.ટવ ટ;મ= નલ સાથે અને N-ટાઈપ નેગે.ટવ ટ;મ= નલ સાથે ?ેડાયેલા

અવરાેધ પહાેળાઈ: અવરાેધની પહાેળાઈ ઘટે છે

અવરાેધ: અાેછાે અવરાેધ (અાશરે 100-1000Ω)

કરંટ !વાહ: ડાયાેડ Eારા સરળતાથી કરંટ પસાર થવા દે છે

ડાયાેડનાે /રવસ1 બાયસ:

9ેડાણની પ<=ત: P-ટાઈપ નેગે.ટવ ટ;મ= નલ સાથે અને N-ટાઈપ પાે,ઝ.ટવ ટ;મ= નલ સાથે ?ેડાયેલા

અવરાેધ પહાેળાઈ: અવરાેધની પહાેળાઈ વધે છે

અવરાેધ: ખૂબ ઊચંાે અવરાેધ (અાશરે કેટલાક MΩ)

કરંટ !વાહ: કરંટ Kવાહને અટકાવ ેછે (માL નાનાે લીકેજ કરંટ પસાર થાય છે)

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "PFNR" - "Positive to P Forward, Negative to P Reverse"

!"ન 1(બ) [4 ગુણ]  
LDRનું બંધારણ અને કાય1 સમ9વા.ે

જવાબ:

LDRનું બંધારણ:

સામIી: સે;મકંડNર સામOી (કેડ;મયમ સPાઇડ)થી બનેલું

પેટન1: ,સરા;મક બેઝ પર ફાેટાેસેST.ટવ સામOીનું ,ઝગઝેગ પેટન'

ઇલેLMાેડ્સ: બંને છેડે મેટલ ઇલેNUાેડ્સ

પેકેOજP ગ: પારદશ'ક WાXYક અથવા Zલાસ કેસમાં અે[ે\]ુલેટેડ

કાય1!ણાલી:

ફાેટાેકQRL=વટી: ફાેટાેક^_N`વટી ,સaાંત પર અાધા.રત
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અંધકારમાં અવરાેધ: અંધકારની bc`તમાં ઉe અવરાેધ (MΩ રેf)

!કાશ સંપક1 : gારે Kકાશના સંપક' મા ંઅાવે છે, hારે ફાેટાેT ઇલેNUાેTને મુi કરે છે

અવરાેધમાં ઘટાડાે: તેજ Kકાશમાં અવરાેધ ઘટે છે (kΩ રેf)

અાકૃ=ત:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "MILD" - "More Illumination, Less Dark-resistance"

!"ન 1(ક) [7 ગુણ]  
રેUસVરની કલર બેQ કાે/ડP ગ પ<=ત સમ9વા.ે 47kΩ ±5% રેUસVરની કલર બેQ લખાે.

જવાબ:

કલર બેQ કાે/ડP ગ પ<=ત:

 +------+
 |      |    Zigzag pattern of
 | +-\/-+ <- semiconductor material
 | |    |
 | +-/\-+
 |      |
 +------+
  |    |
  |    |
  L    D <- Leads
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રંગ મૂX ગુણાંક ટાેલરY

કાળાે 0 10⁰ -

jાઉન 1 10¹ ±1%

લાલ 2 10² ±2%

નારંગી 3 10³ -

પીળાે 4 10⁴ -

લીલાે 5 10⁵ ±0.5%

8લુ 6 10⁶ ±0.25%

વાયાેલેટ 7 10⁷ ±0.1%

Oે 8 10⁸ ±0.05%

સફેદ 9 10⁹ -

ગાેk - 10⁻¹ ±5%

,સlવર - 10⁻² ±10%

રંગ`વહીન - - ±20%

4-બેQ રેUસVર કલર કાેડ:

!થમ બેQ: Kથમ અથ'પૂણ' અંક

બી[ બેQ: બી?ે અથ'પૂણ' અંક

\ી[ બેQ: ગુણાંક

ચાેથી બેQ: ટાેલરT

47kΩ ±5% માટે:

Kથમ અંક: 4 = પીળાે

બી?ે અંક: 7 = વાયાેલેટ

ગુણાંક: 10³ = નારંગી (kΩ માટે)

ટાેલરT: ±5% = ગાેk

47kΩ ±5% માટે કલર બેQ: પીળાે-વાયાેલેટ-નારંગી-ગાેk

અાકૃ=ત:

ફંડામે 'ટ) ઓફ ઇલે-.ો0ન2 (4311102) - 3વ5ર 2023 સો89શન by Milav Dabgar

No. 3 / 25



યાદ રાખવાની /ટGસ: "BAND" - "Beginning digits, Amplify with Multiplier, Note tolerance with last band, Decode 
carefully"

!"ન 1(ક) [7 ગુણ] (અથવા)  
અેXુ=મ^નયમ ઇલેLMાે_લટીક વેટ ટાઇપ કેપેUસટર સમ9વા.ે

જવાબ:

અેXુ=મ^નયમ ઇલેLMાે_લટીક વેટ ટાઇપ કેપેUસટર:

બંધારણ:

`ેટ્સ: બે અેnુ;મ.નયમ ફાેઇo (અેનાેડ અને કેથાેડ)

ડાયલેRLMક: અેનાેડ ફાેઇલ પર અેnુ;મ.નયમ અાેpાઇડ લેયર

ઇલેLMાેલાઇટ: qલbrડ ઇલેNUાેલાઇટ (બાે.રક અે,સડ, સાે.ડયમ બાેરેટ વગેરે)

સેપરેટર: ઇલેNUાેલાઇટમા ંપલાળેલ પેપર સેપરેટર

અેabાેઝર: રબર સીલ સાથેનું અેnુ;મ.નયમ કેન

કાય1!ણાલી:

અાેdાઇડ લેયર: પાતળી અેnુ;મ.નયમ અાેpાઇડ લેયર ડાયલે_NUક તરીકે કામ કરે છે

ઇલેLMાેલાઇટ: બીs Wેટ સાથે કેથાેડ કનેtન તરીકે કાય' કરે છે

પાેલરાઇઝેશન: .નધા'.રત uુવીયતા (+ અને -) ટ;મ= નo ધરાવે છે

લાefણકતાઅા:ે

કેપેUસટY રેg: 1μF થી 47,000μF

વાેhેજ રે/ટP ગ: 6.3V થી 450V

iુવીયતા: uુવીય (યાેZય રીતે ?ેડવું જvરી)

લીકેજ કરંટ: અw કેપે,સટર Kકારા ેકરતાં વધારે

ESR: ઉe સમકx yેણી અવરાેધ

અાકૃ=ત:

+---+---+---+---+-------------+
|   |   |   |   |             |
| Y | V | O | G |             |
|   |   |   |   |             |
+---+---+---+---+-------------+
  |   |   |   |
  |   |   |   +-- Gold (±5%)
  |   |   +------ Orange (10³)
  |   +---------- Violet (7)
  +-------------- Yellow (4)
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અેnુ;મ.નયમ ઇલેNUાેqલટીક 
કેપે,સટર

અેnુ;મ.નયમ કેન અેનાેડ 
ફાેઇલ

કેથાેડ ફાેઇલ ઇલેNUાેલાઇટ સેપરેટર અેnુ;મ.નયમ અાેpાઇડ લેયર ટ;મ= નલ 
પાેY્સ

લાefણકતા વણ1ન ઉદાહરણાે

પાવર પાવર જનરેટ કરી શકતા નથી રે,સYસ', કેપે,સટસ', ઇ^Nસ'

Uસkલ ,સzલને અે{qલફાય કરી શકતા નથી ટU ાTફાેમ'સ', ડાયાેડ્સ

^નયં\ણ કરંટ Kવાહ પર કાેઈ .નયંLણ નથી કનેNસ', |}ચેસ

ઊ91 ઊ?' સંOહ અથવા વપરાશ કરે છે ~ુઝ, .ફ�સ'

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "POLE" - "Polarized, Oxide layer, Liquid electrolyte, Enormous capacitance"

!"ન 2(અ) [3 ગુણ]  
શાેટકી ડાયાેડ, LED અને ફાેટા-ેડાયાેડના સંmા દાેરા.ે

જવાબ:

સંmાઅાે:

મુ4 લeણા:ે

શાેટકી ડાયાેડ: Yા^ડ'  ડાયાેડ સં�ા સાથે વ� બાર (મેટલ-સે;મકંડNર જંtનનું K`ત.ન�ધ� કરે છે)

LED: Yા^ડ'  ડાયાેડ સં�ા સાથે બહાર તરફ પાેઈ� કરતા બે તીર (Kકાશ ઉ�જ'નનું K`ત.ન�ધ� કરે છે)

ફાેટાે-ડાયાેડ: Yા^ડ'  ડાયાેડ સં�ા સાથે ડાયાેડ તરફ પાેઈ� કરતા બે તીર (Kકાશ શાેષણનુ ંK`ત.ન�ધ� કરે છે)

યાદ રાખવાની /ટGસ: "SLP" - "Schottky has curve, LED emits, Photo-diode absorbs"

!"ન 2(બ) [4 ગુણ]  
ઉદાહરણ સાથે અેRLવ અને પેસીવ કnાેનoને 3ા4ા5યત કરા.ે

જવાબ:

પેસીવ કnાેનo્સ:

અેRLવ કnાેનo્સ:

Schottky Diode      LED                 Photo-diode
   +----|<---+      +---|>|---+         +---|<|---+
   |         |      |    |    |         |    ↓    |
   |         |      |   / \   |         |   / \   |
   +---------+      |  /   \  |         |  \   /  |
                    | /     \ |         |   \ /   |
                    +---------+         +---------+
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લાefણકતા વણ1ન ઉદાહરણાે

પાવર પાવર જનરેટ કરી શકે છે ટU ાb�Yસ', ICs

Uસkલ ,સzલને અે{qલફાય કરી શકે છે અાેપ-અે�\સ, અે{qલફાયસ'

^નયં\ણ કરંટ Kવાહને .નયં`Lત કરે છે SCRs, MOSFETs

^નભ1રતા બા� પાવરની જvર પડે છે વાે�ેજ રેZયુલેટસ', માઇ�ાેક�Uાેલસ'

ઇલેNUાે.નક ક{ાેન�્સ

અે_Nવ 
ક{ાેન�્સ

પેસીવ 
ક{ાેન�્સ

ટU ાb�Yસ' ICs અે{qલફાયસ' રે,સYસ' કેપે,સટસ' ઇ^Nસ'

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "PASS-ACT" - "Passive stores or dissipates, Active controls or amplifies"

!"ન 2(ક) [7 ગુણ]  
ફુલ વેવ qrજ રેRLફાયરની કાય1પ<તી સમ9વાે.

જવાબ:

ફુલ વેવ qrજ રેRLફાયર:

સ/કs ટ બંધારણ:

ડાયાેડ્સ: �jજ કાે��ગરેશનમાં ગાેઠવાયેલા ચાર ડાયાેડ્સ

ઇનપુટ: ટU ાTફાેમ'ર સેક^રીથી AC સWાય

અાઉટપુટ: .ફ�ર કેપે,સટર સાથ ેલાેડ રે,સYર પર પoે.ટ�ગ DC

કાય1!ણાલી:

પાેtઝ/ટવ હાફ સાયકલ: D1 અન ેD3 ક^N કરે છે, D2 અને D4 8લાેક કરે છે

નેગે/ટવ હાફ સાયકલ: D2 અને D4 ક^N કરે છે, D1 અને D3 8લાેક કરે છે

કરંટ !વાહ: હંમેશા અેક જ .દશામાં લાેડ Eારા પસાર થાય છે

પફાuમ1Y પેરામીટસ1:

/રપલ /vwYી: ઇનપુટ .�rTીના 2× (50 Hz ઇનપુટ માટે 100 Hz)

કાય1eમતા: 81.2%

PIV: દરેક ડાયાેડ માટે V₀(max)
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AC 
ઇનપુટ

�jજ 
રે_Nફાયર

D1

D2

D3

D4

લાેડ પoે.ટ�ગ DC અાઉટપુટ .ફ�ર કેપે,સટર �ૂધ DC 
અાઉટપુટ

TUF: 0.812 (ટU ાTફાેમ'ર યુ.ટલાઇઝેશન ફેNર)

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "BRIDGE" - "Better Rectification with Improved Diode Geometry Efficiency"

!"ન 2(અ) [3 ગુણ] (અથવા)  
LED નું બંધારણ અને કાય1 સમ9વાે.

જવાબ:

LED નું બંધારણ:

સામIી: સે;મકંડNર (GaAs, GaP, AlGaInP, વગેરે)

જંxન: ભારે ડાે;પ� ગવાળા સે;મકંડNસ' સાથે P-N જંtન

પેકેજ: પારદશ'ક અથવા રંગીન અેપાેpી લેTમા ંકે,સ� ગ

કેથાેડ: પેકેજ પર �લેટ બાજુ અથવા ટંૂકા લીડ Eારા અાેળખાય છે

કાય1!ણાલી:

ફાેરવડ1  બાયસ: P-N જંtન પર લાગ ુકરવામાં અાવે છે

/રકંqબનેશન: ઇલેNUાેT અને હાેo જંtન પર .રક�ાઇન થાય છે

ઊ91 !કાશન: ફાેટાેT (Kકાશ) તરીકે ઊ?' Kકા,શત થાય છે

તરંગ લંબાઈ: સે;મકંડNર સામOીના બે^ ગેપ Eારા ન�ી થાય છે

અાકૃ=ત:
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યાદ રાખવાની /ટGસ: "LEDS" - "Light Emits During electron-hole recombination in Semiconductor"

!"ન 2(બ) [4 ગુણ] (અથવા)  
કાેnાેસીશન ટાઈપ /રUસVર સમ9વાે.

જવાબ:

કાેnાેસીશન /રUસVસ1:

બંધારણ:

કાેર સામIી: ઇ�ુલે.ટ�ગ સામOી (�ે/,સરે;મક) સાથે ;મy કાબ'ન કણાે

બાઇyQP ગ: રે,ઝન બાઇ^ર ઘન ,સqલ�^Uકલ અાકાર બનાવે છે

ટ=મs નz: છેડા પર લીડ્સ વાળા મેટલ કે\સ

સુરeા: ઇ�ુલે.ટ�ગ પેઇ� અથવા WાXYકથી કાેટેડ

લાefણકતાઅા:ે

રેUસVY રેg: 1Ω થી 22MΩ

પાવર રે/ટP ગ: 1/8W થી 2W

ટાેલરY: ±5% થી ±20%

તાપમાન ગુણાંક: -500 થી +500 ppm/°C

ફાયદા અને મયા1દાઅાે:

/કP મત: અાેછી .ક� મત

અવાજ: ઉe અવાજ �તર

{|રતા: તાપમાન સાથે અાેછી bcરતા

ઉપયાેગાે: સામાw હેતુ, �બન-મહ�પૂણ' અેSWકેશT

અાકૃ=ત:

        +-------+
        |       |
        |   ^   |
        |  / \  | <- Epoxy lens
        | /   \ |
        |/     \|
    ----+-------+----
    |       |       |
    |       |       |
    |       |       |
  Anode   Chip   Cathode
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ઉપરનાે 
ભાગ

નીચેનાે 
ભાગ

સે�ર ટેપ

AC 
ઇનપુટ

સે�ર-ટે� ટU ાTફાેમ'ર D1

D2

Oાઉ^

લાેડ
પoે.ટ�ગ DC અાઉટપુટ .ફ�ર �ૂધ DC 

અાઉટપુટ

યાદ રાખવાની /ટGસ: "CCRI" - "Carbon Composition Resistors are Inexpensive"

!"ન 2(ક) [7 ગુણ] (અથવા)  
બે ડાયાેડ - ફુલ વેવ રેRLફાયરની કાય1પ<તી સમ9વાે.

જવાબ:

બે ડાયાેડ ફુલ વેવ રેRLફાયર (સેoર-ટેપ):

સ/કs ટ બંધારણ:

ટM ાYફાેમ1ર: સે�ર-ટે� ટU ાTફાેમ'ર સેક^રી

ડાયાેડ્સ: સેક^રીના `વરાેધાભાસી છેડાઅાે સાથે ?ેડાયેલા બે ડાયાેડ્સ

અાઉટપુટ: સે�ર ટેપ અન ેડાયાેડ જંtન વeેથી લેવામા ંઅાવે છે

કાય1!ણાલી:

પાેtઝ/ટવ હાફ સાયકલ: સેક^રીનાે ઉપરનાે ભાગ પાે,ઝ.ટવ, D1 ક^N કરે છે, D2 8લાેક કરે છે

નેગે/ટવ હાફ સાયકલ: સેક^રીનાે નીચેનાે ભાગ પાે,ઝ.ટવ, D2 ક^N કરે છે, D1 8લાેક કરે છે

કરંટ !વાહ: હંમેશા અેક જ .દશામાં લાેડ Eારા પસાર થાય છે

પફાuમ1Y પેરામીટસ1:

/રપલ /vwYી: ઇનપુટ .�rTીના 2× (50 Hz ઇનપુટ માટે 100 Hz)

કાય1eમતા: 81.2%

PIV: દરેક ડાયાેડ માટે 2V₀(max) (સે�ર-ટેપ રે_Nફાયરના બે ગણા)

TUF: 0.693 (ટU ાTફાેમ'ર યુ.ટલાઇઝેશન ફેNર)

અાકૃ=ત:

 

    +---------------------+
    |                     |
    |  +---------------+  |
    |  | Carbon        |  | <- Insulating
    |  | Composition   |  |    coating
    |  +---------------+  |
    |                     |
    +---------------------+
    |         |
    |         |
Lead         Lead
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યાદ રાખવાની /ટGસ: "CTFWR" - "Center Tap Facilitates Whole-cycle Rectification"

!"ન 3(અ) [3 ગુણ]  
શાેટકી ડાયાેડની કાય1પ<તી સમ9વાે.

જવાબ:

શાેટકી ડાયાેડની કાય1પ<તી:

જંxન !કાર: P-N ને બદલે મેટલ-સે;મકંડNર (M-S) જંtન

ચાજ1 કે/રયસ1: મે?ે.રટી કે.રયર .ડવાઇસ (N-ટાઇપમાં ઇલેNUાેT)

બે/રયર: મેટલ-સે;મકંડNર ઇ�રફેસ પર શાેટકી બે.રયર બને છે

ફાેરવડ1  વાેhેજ: અાેછંુ ફાેરવડ'  વાે�ેજ ડU ાેપ (Si ડાયાેડના 0.7V `વરુa 0.2-0.4V)

મુ4 લeણા:ે

}~�ચP ગ �ીડ: ખૂબ ઝડપી |}�ચ� ગ (માઇનાે.રટી કે.રયર Yાેરેજ નથી)

ઉપયાેગાે: હાઈ-.�rTી સ.ક= ટ્સ, પાવર સWાય

/રકવરી ટાઇમ: નહીવત .રવસ' .રકવરી ટાઇમ

અાકૃ=ત:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "SFAM" - "Schottky's Fast And Metal-based"

!"ન 3(બ) [4 ગુણ]  
N ટાઈપ સે=મકંડLર સમ9વાે.

જવાબ:

N-ટાઈપ સે=મકંડLર:

^નમા1ણ:

બેઝ સામIી: ઇ��USTક સે;મકંડNર (,સqલકાેન અથવા જમ�.નયમ)

ડાે^પP ગ અે_લમેo: પે�ાવેલ� અશુ�a (P, As, Sb)

ડાે^પP ગ !/�યા: થમ'લ .ડ~ુઝન અથવા અાયાેન ઇ�Wા�ેશન

કYંટMેશન: સામાw રીતે 10⁸ ,સqલકાેન ભાગાેઅ ે1 ભાગ અશુ�a

લeણાે:

Metal    |    N-type
         |
      +--+--+
      |     |
      | M-S |  <- Schottky Barrier
      |     |
      +-----+
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N-ટાઈપ 
સે;મકંડNર

,સqલકાેન 
અેટમ

પે�ાવેલ� અશુ�a અેટમ

વધારાનાે �ી ઇલેNUાેન

મે?ે.રટી કે.રયસ': ઇલેNUાેT માઇનાે.રટી કે.રયસ': હાેo

મે9ે/રટી કે/રયસ1: ઇલેNUાેT (નેગે.ટવ ચાજ' કે.રયસ')

માઇનાે/રટી કે/રયસ1: હાેo

કQRL=વટી: ઇ��USTક સે;મકંડNર કરતાં વધારે

ફમ� લેવલ: ક^tન બે^ની નsક

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "PENT" - "Pentavalent Element makes N-Type with free electrons"

!"ન 3(ક) [7 ગુણ]  
PN જંxન ડાયાેડનું બંધારણ અને કાય1 સમ9વા.ે

જવાબ:

PN જંxન ડાયાેડનું બંધારણ:

સામIી: P-ટાઈપ અને N-ટાઈપ સે;મકંડNર Kદેશાે

જંxન: .ડ~ુઝન અથવા અે;પટે�pયલ Oાેથ Eારા બનાવવામા ંઅાવે છે

/ડ`ેશન રીજન: જંtન ઇ�રફેસ પર બને છે

કાેoેL્સ: બંને Kદેશાેમાં મેટલ કાે�ેN્સ ?ેડાયેલા

પેકેOજP ગ: Zલાસ, WાXYક, અથવા મેટલ કેસમાં સીલ કરેલું

કાય1!ણાલી:

/ડ`ેશન રીજન: કે.રયસ'ના .ડ~ુઝનને કારણે બને છે

બે/રયર પાેટે��યલ: જંtન પર બને છે (Si માટે 0.7V, Ge માટે 0.3V)

ફાેરવડ1  બાયસ: gારે ફાેરવડ'  વાે�ેજ > બે.રયર પાેટે��યલ હાેય hારે કરંટ વહે છે

/રવસ1 બાયસ: jેકડાઉન સુધી માL નાના ેલીકેજ કરંટ વહે છે

અાકૃ=ત:
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યાદ રાખવાની /ટGસ: "BIRD" - "Barrier forms at Interface, Rectifies Direct current"

!"ન 3(અ) [3 ગુણ] (અથવા)  
ફાેટાે ડાયાેડની કાય1પ<તી સમ9વાે.

જવાબ:

ફાેટાે-ડાયાેડની કાય1પ<તી:

અાેપરેશન માેડ: .રવસ' બાય� P-N જંtન

!કાશ શાેષણ: ફાેટાેT .ડWેશન રીજનમા ંઇલેNUાેન-હાેલ ?ેડી બનાવે છે

કે/રયર જનરેશન: Kકાશ ઊ?' > બે^ ગેપ ઊ?' હાેય તાે �ી કે.રયસ' બને છે

કરંટ �લા:ે ફાેટાેકરંટ Kકાશની તી�તા સાથે Kમાણમાં હાેય છે

મુ4 લeણા:ે

સે�Y/ટ=વટી: સે;મકંડNર સામOી અને તરંગ લંબાઈ પર અાધાર રાખે છે

/ર�ાેY ટાઇમ: ખૂબ ઝડપી (ns રેf)

અાેપરે/ટP ગ માેડ્સ: ફાેટાેવાે�ેઇક માેડ અથવા ફાેટાેક^_Nવ માેડ

ઉપયાેગાે: લાઇટ સેTસ', અાે� કલ કાે¡ુ.નકેશન

અાકૃ=ત:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "PLIP" - "Photons Lead to Increased Photocurrent"

!"ન 3(બ) [4 ગુણ] (અથવા)

    +-------+-------+
    |       |       |
    |   P   |   N   |
    |       |       |
    +-------+-------+
        |       |
      Anode  Cathode

    Depletion region at junction

       Light
         ↓
    +----+----+
    |         |
 ---+         +---
    |    PN   |
    | Junction|
    |         |
 ---+         +---
    |         |
    +---------+
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P-ટાઈપ 
સે;મકંડNર

,સqલકાેન 
અેટમ

ટU ાઇવેલ� અશુ�a અેટમ

હાેલ 
ફાેમ�શન

મે?ે.રટી કે.રયસ': હાેo માઇનાે.રટી કે.રયસ': ઇલેNUાેT

!"ન 3(બ) [4 ગુણ] (અથવા)  
P ટાઈપ સે=મકંડLર સમ9વાે.

જવાબ:

P-ટાઈપ સે=મકંડLર:

^નમા1ણ:

બેઝ સામIી: ઇ��USTક સે;મકંડNર (,સqલકાેન અથવા જમ�.નયમ)

ડાે^પP ગ અે_લમેo: ટU ાઇવેલ� અશુ�a (B, Al, Ga)

ડાે^પP ગ !/�યા: થમ'લ .ડ~ુઝન અથવા અાયાેન ઇ�Wા�ેશન

કYંટMેશન: સામાw રીતે 10⁸ ,સqલકાેન ભાગાેઅ ે1 ભાગ અશુ�a

લeણાે:

મે9ે/રટી કે/રયસ1: હાેo (પાે,ઝ.ટવ ચાજ' કે.રયસ')

માઇનાે/રટી કે/રયસ1: ઇલેNUાેT

કQRL=વટી: ઇ��USTક સે;મકંડNર કરતાં વધારે

ફમ� લેવલ: વેલેT બે^ની નsક

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "TRIP" - "TRIvalent impurity Produces holes in P-type"

!"ન 3(ક) [7 ગુણ] (અથવા)  
હાફ વેવ અને ફુલ વેવ રેRLફાયરની સરખામણી કરા.ે

જવાબ:

હાફ વેવ અને ફુલ વેવ રેRLફાયરની સરખામણી:
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પેરામીટર હાફ વેવ રેRLફાયર ફુલ વેવ રેRLફાયર

સ/કs ટ જ/ટલતા સરળ, 1 ડાયાેડ વાપરે છે જ.ટલ, 2 અથવા 4 ડાયાેડ વાપરે છે

અાઉટપુટ વેવફાેમ1 અડધા સાયકલ માટે પoે.ટ�ગ DC પૂણ' સાયકલ માટે પoે.ટ�ગ DC

કાય1eમતા 40.6% 81.2%

/રપલ ફેLર 1.21 0.48

/રપલ /vwYી ઇનપુટ જટેલી જ (50 Hz) ઇનપુટના બમણી (100 Hz)

ડાયાેડનાે PIV Vm 2Vm (સે�ર-ટેપ), Vm (�jજ)

TUF 0.287 0.693 (સે�ર-ટેપ), 0.812 (�jજ)

DC અાઉટપુટ વાેhેજ 0.318Vm 0.636Vm

ફાેમ1 ફેLર 1.57 1.11

ઉપયાેગાે અાેછી પાવર અેSWકેશT પાવર સWાય, બેટરી ચાજ'સ'

રે_Nફાયસ'

હાફ વેવ ફુલ વેવ

સે�ર-
ટે�

�jજ1 ડાયાેડ વાપરે છે અાેછી 
કાય'xમતા

2 ડાયાેડ વાપરે છે 4 ડાયાેડ વાપરે છે

વધુ કાય'xમતા

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "HERO" - "Half wave: Efficiency Reduced, One-half cycle only"

!"ન 4(અ) [3 ગુણ]  
PNP અને NPN ટM ા��Vરની સંmા અને બંધારણ યાે�ય નામ ^નદેશ સાથ ેદાેરાે.

જવાબ:

ટM ા��Vર સંmા અન ેબંધારણ:

NPN Symbol         PNP Symbol
    C                  C
    |                  |
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બંધારણ:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "NIN-PIP" - "N-P-N layers for NPN, P-N-P layers for PNP"

!"ન 4(બ) [4 ગુણ]  
ટM ા��Vર અે�`ીફાયરની કાય1પ<તી સમ9વા.ે

જવાબ:

ટM ા��Vર અે�`ીફાયરની કાય1પ<=ત:

સ/કs ટ કાે��ગરેશન:

કાેમન અે=મટર: સાૈથી વધુ ઉપયાેગમા ંઅાવે છે

બાયUસP ગ: અે_Nવ રીજનમાં કામ કરવા માટે યાેZય DC બાયસ અાપવામાં અાવે છે

કપ_લP ગ: કેપે,સટસ' Eારા ઇનપુટ/અાઉટપુટ કપqલ� ગ

લાેડ: લાેડ તરીકે કલેNર રે,સYર

કાય1!ણાલી:

ઇનપુટ Uસkલ: બેઝ-અે;મટર જંtન પર લાગુ કરવામાં અાવે છે

    |                  |
    —                  —
   /                  /
  |                  |
  |\                 |>
  | \                |
  |  >               |/
  | /                |
  |/                 |
    —                  —
    |                  |
    |                  |
    B                  B
    |                  |
    |                  |
    —                  —
    |                  |
    |                  |
    E                  E

NPN Construction           PNP Construction
    +-------+                 +-------+
    |   N   |                 |   P   | <- Collector
    +-------+                 +-------+
    |   P   |                 |   N   | <- Base
    +-------+                 +-------+
    |   N   |                 |   P   | <- Emitter
    +-------+                 +-------+
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ઇનપુટ ,સzલ બેઝ 
કરંટ

કલેNર કરંટને .નયં`Lત કરે 
છે

RC પર વાે�ેજ 
ડU ાેપ

અેિ�Wફાઇડ અાઉટપુટ 
,સzલ

બેઝ કરંટ: નાનાે બેઝ કરંટ માેટા કલેNર કરંટન ે.નયં`Lત કરે છે

અેિ�`/ફકેશન: ઇનપુટ વાે�ેજમાં નાના ફેરફારથી અાઉટપુટ વાે�ેજમાં માેટા ફેરફારાે થાય છે

ફેઝ Uશ�: ઇનપુટ અને અાઉટપુટ વeે 180° ફેઝ ,શ¤

મુ4 પેરામીટસ1:

વાેhેજ ગેઇન: Av = Vout/Vin

કરંટ ગેઇન: β = Ic/Ib

ઇનપુટ ઇnીડY: સામાw રીતે CE કાે��ગરેશનમાં 1-2kΩ

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "ABCD" - "Amplification through Base Controlled collector Current Dynamics"

!"ન 4(ક) [7 ગુણ]  
ઝેનર ડાયાેડની કાય1પ<તી સમ9વા.ે

જવાબ:

ઝેનર ડાયાેડની કાય1પ<=ત:

મૂળભૂત VM�ર:

જંxન: ભારે ડાે;પ� ગવાળું  P-N જંtન

બંધારણ: સામાw ડાયાેડ જવેું પરંતુ jેકડાઉન માટે અાે� માઇઝ્ડ

rેકડાઉન: .રવસ' jેકડાઉન રીજનમા ંકામ કરવા માટે .ડઝાઇન કરેલું

કાય1!ણાલી:

ફાેરવડ1  બાયસ: સામાw ડાયાેડની જમે કામ કરે છે

/રવસ1 બાયસ: 

jેકડાઉન નીચે: નાનાે લીકેજ કરંટ

jેકડાઉન પર: ઝેનર વાે�ેજ પર કરંટમાં તી� વધારાે

jેકડાઉનથી અાગળ: bcર વાે�ેજ ?ળવે છે

rેકડાઉન મેકે^નઝ�:

ઝેનર ઇફેL: 5V નીચે Kભાવી (ડાયરેN ટનqલ� ગ)

અેવેલેaચ ઇફેL: 5V ઉપર Kભાવી (ઇ{ેN અાયાેનાઇઝેશન)

ઉપયાેગાે:

વાેhેજ રે�યુલેશન: bcર અાઉટપુટ વાે�ેજ ?ળવ ેછે

રેફરY વાેhેજ: ચાે�સ વાે�ેજ રેફરT
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અાેવરવાેhેજ !ાેટેxન: સંવેદનશીલ કાે{ાેન�્સનું રxણ કરે છે

અાકૃ=ત:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "ZEBRA" - "Zener Effect Breaks at Regulated Avalanche voltage"

!"ન 4(અ) [3 ગુણ] (અથવા)  
ટM ા��Vરને ~ીચ તરીકે સમ9વાે.

જવાબ:

ટM ા��Vર ~ીચ:

અાેપરે/ટP ગ રીજY:

કટઅાેફ રીજન: ટU ાb�Yર OFF (IB = 0, IC ≈ 0)

સે�ુરેશન રીજન: ટU ાb�Yર ON (IB > IC/β, VCE ≈ 0.2V)

}~�ચP ગ અાેપરેશન:

OFF Vેટ: કાેઈ બેઝ કરંટ નહ¥, ઉe VCE, અાેપન |}ચ તરીકે કામ કરે છે

ON Vેટ: પૂરતાે બેઝ કરંટ, નીચા ેVCE, �ાેઝ્ડ |}ચ તરીકે કામ કરે છે

}~�ચP ગ લeણાે:

ટન1-ON ટાઇમ: કટઅાેફથી સે¦ુરેશનમાં જવાનાે સમય

ટન1-OFF ટાઇમ: સે¦ુરેશનથી કટઅાેફમાં જવાનાે સમય

અાકૃ=ત:

    I
    ^
    |               /
    |              /
    |             /
    |            /
    |           /
    +----------+------> V
    |         /|
    |        / |
    |       /  |
    |      /   |
    |  Reverse | Forward
    |  Breakdown
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ટU ાb�Yર |}ચ

OFF Yેટ: કટઅાેફ રીજન ON Yેટ: સે¦ુરેશન રીજન

IB = 0, IC ≈ 
0

ઉe VCE ≈ 
VCC

IB > IC/
β

નીચાે VCE ≈ 
0.2V

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "COST" - "Cutoff Off, Saturation Turns-on"

!"ન 4(બ) [4 ગુણ] (અથવા)  
CE અે�`ીફાયરની કેરેLરીVીd દાેરા ેઅને સમ9વાે.

જવાબ:

CE અે�`ીફાયર કેરેLરીVીd:

ઇનપુટ કેરેLરીVીd:

`ાેટ: bcર VCE પર IB vs VBE

વત1ન: ફાેરવડ' -બાય� ડાયાેડ કવ'ની જમે દેખાય છે

ની વાેhેજ: ,સqલકાેન માટે અાશરે 0.7V

ઇનપુટ રેUસVY: કવ'નાે �લાેપ (ΔVBE/ΔIB)

અાઉટપુટ કેરેLરીVીd:

`ાેટ: bcર IB પર IC vs VCE

રીજY: 

સે¦ુરેશન (VCE < 0.2V)

અે_Nવ (VCE > 0.2V)

કટઅાેફ (IB = 0)

અલ� ઇફેL: VCE વધતા IC માં થાેડાે વધારાે

અાકૃ=ત:

   I_C |           I_B3
       |         ,------
       |        /
       |       /
       |      /  I_B2
       |     ,------
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યાદ રાખવાની /ટGસ: "IAOC" - "Input curves At Origin, Output curves show Current gain"

!"ન 4(ક) [7 ગુણ] (અથવા)  
વેરેLર ડાયાેડની કાય1પ<તી સમ9વા.ે

જવાબ:

વેરેLર ડાયાેડની કાય1પ<=ત:

મૂળભૂત VM�ર:

જંxન: `વશેષ P-N જંtન ડાયાેડ

અાેપરેશન: હંમેશા .રવસ' બાયસમા ંકામ કરે છે

!ાેપટ�: જંtન કેપે,સટT .રવસ' વાે�ેજ સાથે બદલાય છે

કાય1!ણાલી:

/ડ`ેશન લેયર: .રવસ' વાે�ેજ વધવાથી પહાેળી થાય છે

કેપેUસટY ઇફેL: .ડWેશન રીજન P અન ેN રીજન વe ેડાયલે_NUક તરીકે કામ કરે છે

કેપેUસટY ફાે�ુ1લા: C ∝ 1/√VR

�ુ^નP ગ રેg: સામાw રીતે 4:1 થી 10:1 કેપે,સટT

ઉપયાેગાે:

વાેhેજ-કંટM ાે� કેપેUસટર: ઇલેNUાે.નક §ુ.ન� ગ સ.ક= ટમાં

/vwYી માે�ુલેશન: વાે�ેજ-કંટU ાેk અાે,સલેટસ' (VCOs) માં

અાેટાેમે/ટક /vwYી કંટM ાેલ: .રસીવસ'માં

પેરામે/ટMક અેિ�`/ફકેશન: માઇ�ાેવેવ સ.ક= ટમાં

       |    /
       |   /
       |  /  I_B1
       | ,------
       |/
       +-------------> V_CE
       |
   
   I_B |
       |        /
       |       /
       |      /
       |     /
       |    /
       |   /
       |  /
       | /
       |/
       +-------------> V_BE
       |   0.7V
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વેરેNર ડાયાેડ .રવસ' બાયસ અાેપરેશન .ડWેશન રીજન 
`વડ્થ

જંtન 
કેપે,સટT

અેWાયડ વાે�ેજ સાથે બદલાય છે ઇલેNUાે.નક §ુ.ન� ગ

રીજન 3ા4ા બાયUસP ગ કyQશન ઉપયાેગ

અેRLવ રીજન બંને જંtન યાેZય રીતે બાયસ કરેલા છે (BE ફાેરવડ' , BC
.રવસ')

IB > 0, VCE > VCE(sat) અેિ�W.ફકેશન

સે�ુરેશન
રીજન બંને જંtન ફાેરવડ'  બાય� IB > IC/β, VCE ≈ 0.2V

|}�ચ� ગ (ON
Yેટ)

કટ-અાેફ
રીજન બંને જંtન .રવસ' બાય�

IB = 0, IC ≈ 0, VCE ≈
VCC

|}�ચ� ગ (OFF
Yેટ)

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "VCAP" - "Voltage Controls cAPacitance"

!"ન 5(અ) [3 ગુણ]  
ટM ા��Vર અે�`ીફાયર માટે અેRLવ, સે�ુરેશન અને કટ-અાેફ રી[યનની 3ા4ા અાપાે.

જવાબ:

ટM ા��Vરના અાેપરેશન રીજY:

અાકૃ=ત:

યાદ રાખવાની /ટGસ: "ASC" - "Active for Signals, Saturation & Cutoff for switches"

!"ન 5(બ) [4 ગુણ]  
9ે Ic = 10mA અને Ib = 100μA તાે કરંટ ગેઈન α, અન ેβ ની કીમત શાેધાે.

જવાબ:

   I_C |
       |         Active
       |         Region
       |        /|
       |       / |
       |      /  |
       |     /   |
       |    /    |
       |   /     |
       |  /      |
       | /       |
       |/        |
       +---------+------> V_CE
       |Saturation|Cut-off
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3ૂહરચના વણ1ન અમલીકરણ

અલગીકરણ સામાw કચરાથી ઈ-વેYન ેઅલગ કરવું `વ`વધ ઘટકાે માટે સમ;પ= ત કલેtન �બT

ઘટાડાે કચરા ઉ¨ાદનને ઘટાડવું કાય'xમ .ડઝાઇન, વધારેલ ઉ¨ાદન sવન, .રપેર સેવાઅાે

ફરીથી ઉપયાેગ ઘટકાેનાે ફરીથી ઉપયાેગ કામ કરતા ભાગાેનું .રફ�બ= ,શ� ગ, પુન:ઉપયાેગ

/રસાયકલ સામOી પુનઃKાª« માટે Kાેસે,સ� ગ અ�ધકૃત .રસાયકલસ' સાથે ભાગીદારી, માગ'દ,શ= કાનું પાલન

તાલીમ કમ'ચારીઅાેને ,શ�xત કરવા યાેZય હે^qલ� ગ K.�યાઅાે પર .નય;મત વક'શાેપ

અાપેલ છે:

કલેNર કરંટ (IC) = 10 mA

બેઝ કરંટ (IB) = 100 μA = 0.1 mA

β (કાેમન અે=મટર કરંટ ગેઇન) ની ગણતરી:

β = IC / IB

β = 10 mA / 0.1 mA

β = 100

α (કાેમન બેઝ કરંટ ગેઇન) ની ગણતરી:

IE = IC + IB = 10 mA + 0.1 mA = 10.1 mA

α = IC / IE

α = 10 mA / 10.1 mA

α = 0.990 અથવા 0.99

α અને β વ�ેનાે સંબંધ:

α = β / (β + 1)

α = 100 / (100 + 1) = 100 / 101 = 0.990

β = α / (1 - α)

β = 0.99 / (1 - 0.99) = 0.99 / 0.01 = 99 ≈ 100

યાદ રાખવાની /ટGસ: "ABC" - "Alpha equals Beta divided by (Beta plus one) for Current gains"

!"ન 5(ક) [7 ગુણ]  
નાના ઈલેLMાે^નd ઉ�ાેગાેમા ંઈલેLMાે^નક વેV મેનેજમેoની 3ૂહરચનાઅાેની ચચા1 કરાે.

જવાબ:

નાના ઈલેLMાે^નd ઉ�ાેગાે માટે ઈ-વેV મેનેજમેo 3ૂહરચનાઅાે:

મુ4 અમલીકરણ પગલાં:

ઇaવેoરી મેનેજમેo: સમO લાઇફસાયકલમાં ઇલેNUાે.નક ક{ાેન�્સ ટUેક કરવા
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ઈ-વેY 
મેનેજમે�

કલેtન & અલગીકરણ Yાેરેજ ટU ાTપાેટ�શન Kાેસે,સ� ગ

`વ`વધ ઘટકાે માટે અલગ �બન
.નધા'.રત `વ�તારાેમાં સુર�xત 

સંOહ
માL અ�ધકૃત 
કે.રયસ'

અ�ધકૃત .રસાયકલસ' સામOી પુનઃKાª« અવશેષાેનાે સુર�xત .નકાલ

અOધકૃત ભાગીદારી: માL Kમાણત ઈ-વેY હે^લસ' સાથે કામ કરવું

દ�તાવે[કરણ: અનુપાલન માટે કચરા .નકાલના રેકાેડ'  ?ળવવા

Iીન /ડઝાઇન: સરળ .ડસઅેસે�લી અને .રસાય®�� ગ માટે ઉ¨ાદનાે .ડઝાઇન કરવા

^નયમનકારી અનુપાલન:

રOજVMેશન: પાેnુશન કંટU ાેલ બાેડ'  સાથે ના¯ધણી

અાેથાેરાઇઝેશન: જvરી પર;મટ મેળવવા

વા�ષs ક /રટન1: .નય;મત અનુપાલન .રપાેટ'  સબ;મટ કરવા

અાકૃ=ત:

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "SRRTA" - "Segregate, Reduce, Reuse, Train, Authorize"

!"ન 5(અ) [3 ગુણ] (અથવા)  
CB, CE અને CC ટM ા��Vરની સરકીટ �પરેખાંકન દાેરાે.

જવાબ:

ટM ા��Vર કાે��ગરેશન સ/કs ટ્સ:

Common Base (CB)         Common Emitter (CE)        Common Collector (CC)
                                                     (Emitter Follower)
    +---+                     +---+                      +---+
    |   |                     |   |                      |   |
    | RC|                     | RC|                      |   |
    |   |                     |   |                      |   |
    +---+                     +---+                      +---+
      |                         |                          |
      |                         |                          |
      +-----+             +-----+                    +-----+
      |     |             |     |                    |     |
 Cout +     +---+    Cout +     +---+          +---->+     +---> Vout
      |     |             |     |              |     |     |
      +-----+             +-----+              |     +-----+
        |                   |                  |       |
        |                   |                  |       |
    +---+                   |                  |     +---+
    |   |                   |                  |     |   |
    | RE|               +---+---+              |     | RE|
    |   |               |       |              |     |   |
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મુ4 લeણા:ે

CB: ઉe bcરતા, નીચી ઇનપુટ ઇ{ીડT, ઉe અાઉટપુટ ઇ{ીડT

CE: મ°મ bcરતા, મ°મ ઇનપુટ ઇ{ીડT, મ°મ અાઉટપુટ ઇ{ીડT

CC: નીચી bcરતા, ઉe ઇનપુટ ઇ{ીડT, નીચી અાઉટપુટ ઇ{ીડT

યાદ રાખવાની /ટGસ: "EBC" - "Emitter input for CB, Base input for CE/CC, Collector output for CB/CE"

!"ન 5(બ) [4 ગુણ] (અથવા)  
કરંટ ગેઈન α અને β વ�ેનાે સંબંધ મેળવા.ે

જવાબ:

કરંટ ગેઇન α અને β વ�ેનાે સંબંધ:

અાપેલી 3ા4ાઅા:ે

α = IC/IE (કાેમન બેઝ કરંટ ગેઇન)

β = IC/IB (કાેમન અે;મટર કરંટ ગેઇન)

Vેપ 1: ટU ાb�Yરમા ંકરંટ સંબંધના ેઉપયાેગ કરાે

IE = IC + IB

Vેપ 2: β ના સંદભ'માં α ±i કરાે

α = IC/IE

α = IC/(IC + IB)

Vેપ 3: IB = IC/β ને સ²³§ુટ કરાે

α = IC/(IC + IC/β)

α = IC/(IC(1 + 1/β))

α = IC/(IC(β + 1)/β)

α = β/(β + 1)

Vેપ 4: α ના સંદભ'માં β ±i કરાે

β = α/(1 - α)

અાકૃ=ત:

    +---+               |       |              |     +---+
      |                 +-------+              |       |
      |                     |                  |       |
     GND                   GND                 +-------+
                                                   |
 Input to Emitter      Input to Base           Input to Base
 Output from Collector Output from Collector   Output from Emitter
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પ<=ત વણ1ન પયા1વરણીય અસર

કલેxન & અલગીકરણ Kકાર અનુસાર અેક`Lત કરવું અને અલગ કરવું Kદૂષણ ઘટાડે છે

/ડસમેo_લP ગ ઘટકાેનું મેwુઅલ .ડસઅેસે�લી લ�xત .રસાય®�� ગ સxમ કરે છે

સામIી /રકવરી મૂnવાન સામOીનું અેpટUેtન કુદરતી સંસાધનાે સંર�xત કરે છે

/રફqબs શમેo ફરીથી ઉપયાેગ માટે .રપે.ર�ગ ઉ¨ાદન sવનચ� લંબાવ ેછે

અOધકૃત /રસાય�bP ગ Kમાણત સુ`વધાઅાે Eારા Kાેસે,સ� ગ યાેZય હે^qલ� ગ સુ.ન�´ત કરે છે

યાદ રાખવાની /ટGસ: "ABR" - "Alpha = Beta divided by (Beta plus one) Reciprocally"

!"ન 5(ક) [7 ગુણ] (અથવા)  
ઈ-વેVની 3ા4ા કરાે અન ેઈલેLMાે^નક કચરાના ે^નકાલ સમ9વાે.

જવાબ:

ઈ-વેVની 3ા4ા:
ઇલેNUાે.નક વેY (ઈ-વેY) તે hs દેવામાં અાવેલા ઇલે_NUકલ અથવા ઇલેNUાે.નક ઉપકરણાેના ેઉµેખ કરે છે જ ેsવનકાળના અંત સુધી 
પહા¯¦ા છે અથવા જૂના થઈ ગયા છે, જમેાં કાે�¶ુટસ', ટેqલ`વઝન, માેબાઇલ ફાેન, ;K�સ' અને અw ઇલેNUાે.નક ઉપકરણાે સામેલ છે જમેાં લીડ, 
મ·ુ'રી, કેડ;મયમ, PCBs અન ેjાે;મનેટેડ �લેમ .રટાડ'�્સ જવેા ?ેખમી ઘટકાે હાેય છે.

ઈ-વેVના ^નકાલની પ<=તઅાે:

^નકાલ !/�યા !વાહ:

!ારંqભક અાકારણી: .નધા'.રત કરાે કે ઉપકરણને .રપેર/.રયુઝ કરી શકાય છે કે નહ¥

ડેટા સે^નટાઇઝેશન: ±¸iગત/±ાપા.રક ડેટાનું સુર�xત ભૂંસાવું

/ડસઅેસે�લી: ઘટક yેણીઅાેમાં અલગ કરવું

/રસાેસ1 /રકવરી: મૂnવાન સામOીનું અેpટUેtન

9ેખમી કચરા:ે `વષાi ઘટકાેનું `વશેષ હે^qલ� ગ

અાકૃ=ત:

      I_C
     ↗   ↘
    /     \
   /       \
  I_B       I_E

  α = I_C/I_E
  β = I_C/I_B
  I_E = I_C + I_B
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ઈ-વેY 
.નકાલ

કલેtન

સાે.ટ¹ગ & 
અલગીકરણ

.રસાય®�� ગ .રકવરી સુર�xત .નકાલ

.ડસઅેસે�લી

સામOી 
સાે.ટ¹ગ

�,શ� ગ & yે.ડ�ગ

સામOી 
સેપરેશન

.રફાઇનમે�

નવા 
ઉ¨ાદનાે

ઇનટ'  સામOી માટે 
લે^.ફલ

પાેnુશન કંટU ાેલ સાથે ઇSTનરેશન

 

યાદ રાખવાની /ટGસ: "CRESD" - "Collect, Recycle, Extract, Separate, Dispose"
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